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Antrag auf Erteilung eines Patents 



Bezeichnung der Erfindung: 

Schichtverbund aus einer Trennschicht und einer Schutzschicht zum Schutze und zum 
Handling eines dunnen Wafers beim Diinnen, bei der Riickseitenbeschichtung und beim 
Vereinzeln 



•Die Erfindung ist eine Weiterentwicklung 
lund bezieht sich im Folgenden auf die Patentamneldung DE 198 11115 A4 vom 14.03.1998 



Anwendungsgebiet . ^ 

Die Erfindung soil es erleichtem, diinnere Wafer zu fertigen und/oder sicherer zu bearbeiten 
und/oder deri Fertigungsaufwand beim Herstellen von elektrischen Bauelementen 
und/oder Schaltungen, und/oder Sensoren u.s.w. zu reduzieren und/oder kostengunstiger zu 
gestalten und/oder den Einsatz von Laserstrahlschneidverfahren zu ennoglichen und/oder zu 
* erleichtem und/oder - aber insbesondere - die Beschichtung der Ruckseite des gedtinnten 
Wafers ermoglichen und/oder erleichtem.^ 

Stand der Tecbnik 

• Die Verfahrensweise im Stand der.Technik kann von Anwender zu Anwender abweichen. 
Generell wird jedoch wie "folgt verfahren. Bei der Herstellung von elektronischen 
Bauelementen und Schaltungen (Dioden, Transistoren, IC 's, Sensoren etc.) werden auf 
Wafer (Scheiben aus Silizium, GaAs etc.) mittels verschiedener Technologien Stnokturen, 
Schichten u.a. aufgebracht. Gegenwartig werden diese Wafer nach Abschluss der hierzu 
notwendigen Fertigungsschritte auf der Vorderseite (aktive Seite bzw. . Seite auf der 
sich die aufgebrachten Strukturen befinden) mit einer Schutzfolie oder einer sonstigen 
Schutzschicht. versehen. Diese Folie bzw. Schicht hat die Aufgabe, die Waferoberseite und 
somit die aufgebrachten elektrischen und mechanischen Strukturen wahrend des arischliefiend 
folgenden Dtinnens des Wafers (durch Grinden, Lappen, Schleifen, Atzen usw. der 
Riickseite) zu schtitzen. Nach Aufbringen der Folie oder' Schicht wird der Wafer auf der 
rflckwartigen Seite abgeduimt. Dadurch wird die xirspriingliche Dicke des Wafers reduziert. 
Die verbleibende Restdicke wird nachhaltig, von den zu erwartenden mechanischen 
Belastungen und/oder der nachfolgenden Prozessschritte bestimmt, die ohne signifikante 
Erhohung eiijer Bruchgefahr iiberstanden werden' miissen. Nach dem Abdiinnen kaim 
sich zur Verbessemng der Bracheigenschaften des Wafers eine chemische Behandlung der 
Wafeiriickseite anschlieBen. Nach eventueUen Reinigungsschritten wird die Schutzfohe 
von der Waferoberseite abgezogen bzw. entfemt. Es kSimen sich nun eventuelle weitere 
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Fertigungsschritte und/oder MaBnahmen der Verbessenmg von Eigenschaften imd/oder 
Untersuchungen anschlieBen. Vielfach wird die Rtickseite des gedurmten Wafers mit einef 
metaUischen Schicht tiberzogen. Dieses Besduchtungsverfahren erfolgt meist mittels Sputtem 
Oder ahnlichen Abscheideverfahren im. Vakuxun und bedingt vielfach thermische Belastimg 
und/dder thesnnische Unterstatzung. Danach wird der Wafer mit der Rtickseite nach unten 
(aktiye Seite nach oben) auf eine SSgefolie {ExpansionsfoUe bzw. Rahmen) 
• aufgelegt. Abschlieflend erfolgt das Sagen des Wafers (Vereinzeln der ' Bauteile) mittels 
Rotationstrennscheiben oder anderer mechanischer Sagevorrichtungen. Vereinzelt kommen 
hierbei auch bereits Lasertrennverfahren zur Anwendxmg. Vereinzelt werden Wafer hierbei 
auch gebrochen, wobei vereinzelt unterstutzende Verfaharen des Ritzens zur Anwendung 
gelangen. Mit den herkSmmlichen Verfahren ist es sehr schwierig, dtinne Wafer zu behandeln 
bzw. herzustellen. Diese Schwierigkeiten ergeben sich u.a. axis dem \amstand, dass der Wafer 
nach dem Abdilnrien, mechanischen Belastungen ausgesetzt werden muss. Diese 
Belastungen tret'en u.a. auf: 

a) wahrend dem Abziehen der Schutzfolie bzw. Schutzschicht, die wahrend des Abdlimams 
die Wafervorderseite schtitzt, 

b) wahrend des Auflegens des Wafers auf die Sagefolie, mid . 

•c) wahrend des Transportes zwischen dem Abdiinnen und. dem Vereinzehi des Wafers 
und aller eventuell dazwischen geschalteten Fertigungsschritte. Insbesondere aber bei der 
Beschichtung der Rtickseite. Wobei es unerheblich ist, ob dieser Beschichtungsprozess vor 
odernach dem Vereinzeln des Wafers stattfindet. 

Altemativ zu den aufgezeigten Verfahren werden heute schon Verfahren zur Anwendung 
gehracht und/oder entwickelt, bei denen der Wafer auf der Oberflache (der strukturierten 
Seite) bereits vor dem Dtlnnungprozess mittels Schleifen von Ritzstrukturen undAoder Ritzen 
und/oder chemischen Atzen und oder PlasmaStzen von Graben und/oder Strukturen so 
• strukturiert wird, dass diese Strukturen wahrend des sich anschliefienden Dtinnungsprozesses 
mittels mechanischer und oder chemischer Verfahren freigelegt werden und somit dabei eine 
Vereinzelung des Wafers stattfindet. 

Nachteile des Standes der Technik 

Mit den gegenwartig ublichen Verfahren ist es sehr schwierig und teilweise unm6glich die 

• gedannten Wafer oder die bereits vereinzelten Bauelemente des vorher gedtinnten Wafers auf 
der WafeifQckseite zu beschichten. Hierbei muss der Wafer und/oder die Bauelemente sehr 
aufwendig und/oder sehr vorsichtig behandelt werden. Die Schwierigkeit liegen in der extrem 
dtinnen MaterialstSrke des Wafers und/oder der einzehien Bauelemente begriindet". 

Aufgabe der Erfindung 

DerErfindungliegtdie Aufgabezugrunde, den Fertigungsablauf nach dem Abdtinnen von ' 
Wafera zu vereinfachen, wirtschaftlicher zu gestalten und das Behandeln von dUnnen Wafem 
msbesonderebeiderRuckseitenbeschichtungzuerieichtem. Weiterhin soil es dieErfindung 
ermSglichen, dass der Wafer wShrend der Proz'essschritte des Dtinnen, der 
Rtickseitenbeschichtung und des Vereinzehi und aller/ oder einzehier zusStzUcher 
Fertigungsschritte dazwischen sicherer und wirtschaftlicher zu behandeln. 

Losung der Aufgabe 



Der Wafer (hierbei kaun . es sich auch um einen Wafer handehi, der bereits auf der 
Waferoberflache (der strukhirierten Seite) bereits vor dem Dtlnnungprozess mittels Schleifen 
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von Ritzstrukturen und/oder Ritzen \md/oder chemischen Atzen und oder Plasmaatzeri von' 
GrSben und/oder Strukturen so strukturiert wird, dass diese Strukturen wahrend des sich 
anschlieBenden Dtinnimgsprozesses mittels mechanischer und oder chemischer Verfahren 
freigelegt werden und somit dabei eine Vereinzelung des Wafers stattfindet) wird vor dem 
Abdiinnen (Materialabtrag auf der Rttckseite) auf der Vorderseite mit einer Trennschicht 
uberzogen. Diese Trennschicht wird hierbei vorzugsweise mittels CVD Verfahren 
aufgebracht. Hierbei sind Schiehtdicken von 100 - 200 Nanometer moglich. Diese 
Schichtdicke kann aber auch kleiner oder groBer sein. Die Haflungseigenschaften der Schicht 
lassen sich durch prozesstechnische Anpassung einstellen. Die Schicht kann aber auch aus 
Kunststoff, Photolack, Keramik, Metall, Kleber und/oder l5slichen organischen oder 
anorganischen Substanzen und/oder einem Schichtverbmid und/oder einer Mischung der 
yorgenamiten Materialen.bestehen. Diese Tremischicht soli es erleichtem, eine sich hieran' 
anschlieBende Schicht spSter leichter von der WaferoberflSche ablosen zu konnen. Sie soil 
aber auch eine ausreichende Bindungskraft mittels AdhSsion oder anderen Bindungskraften 
zwischen der Waferoberflache (hier jetzt gleich gleichbedeutend mit der 
Trennschichtoberflache) und der sich anschlieBenden Schicht fiir die nachfolgehde.Prozesse 
aufweisen und/oder unterstiitzen und/oder ennOglichen. Diese Bindirngskraft kann aber auch 
als Ganzes oder zum Teil aus der Haftungseigenschafl der OberflSchentopographie der 
Waferoberflache resultieren. 

Nach Aufbiingen der Trennschicht wird eine weitere Schicht aufgebracht, Hierbei handelt es 
sich vorzugsweise und eine Kunststoffinasse (z.B. Polymer) die vorzugsweise mittels 
flussigen Auftragens (z..b. per Spinncoater) aufgebracht wird. Diese Schicht kann aber auch 
aus Photolack, Keramik, Metall, Kleber vmd/oder iSslichen organischen oder anorganischen 
Substanzen und/oder einem Schichtverbund imd/oder einer Mischung der vorgenannten 
Materialen bestehen. Die Schicht ersetzt hierbei das Aufbringen einer sonst iibhchen Folie, 
wie sie vor dem sich anschlieBenden Diinnen (Grinding, Schleifen oder ahrdichen Verfahren 
zum Dfinnen von Wafem) auf der Vorderseite (strukturierten Seite) des Wafers zu dessem 
Schutze aufgebracht wird. So notwendig und/oder zweckmaBig kann die aufgebrachte Schicht 
durch mechanisches Giatten und/oder Rotation z.B. Spinncoating und/oder durch Anwendung 
andrer zvveckmaBiger und/oder notweniger Verfahren eingeebnet und/oder geglattet werden. 
Die Schicht kann dabei und/oder anschlieBend durch thennische und/oder durch andere 
geeignete oder notwendige Verfahren z.B. XJV- und/oder IR- Strahlung avisgehartet und/oder 
verschmolzen werden. 

Es. kann vorteilhaft sem, das die Eigenschaft der Beschichtung zum Zwecke einer spSteren 
Vereinzelung des Wafers mittels Laser hinsichtlich ihrer Eigenschaften auf die Anwendung 
von Laserstrahlen hinsichtlich ihrer optischen oder sonstigen Materialeigenschaften 
abgestimmt wird. Somit soil eine Wechselwirkung der Schicht und/oder deren VerSnderung 
Oder Beschadigung wShrend des Lasertrennens verhindert imd/oder gemildert werden. 

Die Beschichtung kann zum Zwecke der spateren Fixierung oder Halterung Aussparungen 
und/oder Vonichtungen und/oder Qber die Fiache.des Wafers hinausreichen. 

Zur weiteren Verstarkung und/oder Unterstutzung und/oder zur Erleichteruhg des sich 
anschlieBenden Handlings kann die Schicht mittels eines TrSgers aus Glas, Metall und/oder 
anderen geeigneten organischen und/oder anorganischen Materialen und/oder einer Mischung 
der vorgenannten MateriaUen und/oder eines hieraus bestehenden Schichtverbundes 
unterstUtzt werden. Hierbei kSnne ausdruckhch auch FoUen wie zirai Beispiel Grinding- 
und/oder SchleifFoUen zur Anwendung kommen. 
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Die aufgebrachte Schiclit soil die Waferoberflache wahrend der sich anschUeBenden Prozesse 
Handhabimgen und Transporte schutzen und so notwendig die vereiiizelten Bauelemente bis 
ziu: gewollten Annahine und/oder deren AblSsen fixieren. Hierbei ist es mSgUch durch 
Abstmunuiig der Schicht- und Mateiialeigenschaften und/oder deren Schichtdicke die Schicht 
FW^XT^H^i'" ^eitere Vorteile oder bessere Eigenschaften aufweist. So kennen die 

Flexibihtat, Adhasion und/oder die Dampfongseigenschaften der Schicht beeinflusst werden. 
Dabei kann es vorteilhafl sein, .dass die Oberflachentopographie des Wafers gezielt 
emgeebnet wird. Dieses kann sich insbesondere bei bereits gebumpten Wafem als vorteilhafl 
erweisen als hierbei die hervorstehenden Kontakte eingeebnet werden und somit beim sich 
^schheBenden Dunnen nnttels Grinding und/oder . Schleifen das meistens nicht erwUnschte 
Durchdrucken dieser vermindert oder ganz unterbunden werden kann. Weiterhin kOimen die 
Anp^sungen zum Zwecke der Verbesserung der Prozesse beim Grinding. Schleifen oder den 
sonstigenVerfahreilzuniDfinnen der Wafer erzielt werden. 

Die Schicht hat mehrere Funktionen. Sie schiitzt wahrend des Abdtinnens die Wafer- 
vorderseite. vermmdert die. mechanischen Belastungen, die durch nachfolgendes Behandehi 
und Tran^ortieren des Wafers entstehen. schtttet die Wafervorderseite vor Verunreinigungen 
. dient als Sagefohe und soil insbesondere die Rttckseitenbeschichtung vereinfachen. Hierbei 

'!lf t"^! ' Ruckseitenbeschichtungsprozess vor oder nach dem Vereinzeln 

erfolgt, oder ganz entfSllt. 

So die Wafer .^usreichend dtinn sind, kann es vorteilhafl und/oder notwendig sein, dass die 
7r.fZr^^' Laser und/oder anderer geeigneter mechanischer Verfahren wie Tremischleifen 
Sagen ^d/oder etc. getrennt werden. Hierbei wird der Wafer mittels geeigneter 
optischer Verfahren. vorzugsweise im Spektrum des lafraroten Lichtes und zum Zwecke des 
Positiomeren (Ahgninent - exaktes Ausrichten des Wafers, so dass mit grSBtmoglicher 
Genaui^eit die Bauelemente getreimt werden komien) so durchleuchtet, dass die hierfiir 
Z^w!f ^''^''h und Markierungen erkannt werden konnen. Nach dem Ausrichten 

des Wafers oder der Trenneinnchtung wird der Trennvorgang in Gang gesetzt. Hierbei 
fahrt vorzugsweise em Laser und/oder eine anders geartete Sage- und/oder Tremieiniichtung 
die zum Schneiden vorgesehenen Strukturen. Konturen und/oder Linien ab . und 
on^^oh. T ^ semes Strahls. Dieser Vorgang wird durch geeignete Einrichtungen wie 
optische. elektnsche Oder mechanische Mess- und Regeleiniichtungen tiberwiht .mid 
ggf. nachgesteuert. Wahrend oder nach dem Tremien des Wafers ist es vorgesehen und 
mogl^h. durch geeignete Emrichtmigen die entstehenden Partikel, Gase und Staube 
abzutuhren, abzublasen, abzusaugen Oder abzuwaschen. 

So die gediimite Waferriickseite einer Metallisierung unterzogen wird, kann es vorteilhafl 
,nd;^Vtir Veremzeln dmx:h2ufuhren. Somit lassen die Beschichtungen an den 

UntSi^t freil/egenden Tremikanten vemieiden. Zmn Zwecke der StabiUsienm| und/oder 
sS^uSSh? ^ ^^"""'^^ c '^"^^ "^^^^^ der besfhriebenen 

IS^^ fr '"^^ ^T"^ ^'^^^^"^ T^^Ser gehalten oder fixiert wird. Die 

Erfindung soil es weiterhm. ennoglichen. dass der Wafer zmn Zwecke der 
Ruckseitenbeschichtung m ein Vakumn prozessiert wird. So soU es insbesondere moglich 
sein dass hierbei metalhsche Schichten im Vakumn mittels Sputtem. Bedampfen und/oder 
sonstigen geeigaeten Verfahren aufgebracht werden komien. Hierbei ist ermQgUch die 
BeschichtungTemperaturenvonaberSOO'C. ^^^cM^u uic 

aUer vorgesehenen Prozesse kami es notwendig mid/oder gewiinscht sein. die 
aufgebrachte Schicht wieder abzulfisen. Voizugweise wird hierbei auf die Rttckseite des 
Wafers erne weitere Folie (2.B. Blue Tape) aufgebracht und anschlieBend die Vorderseitig 



4 



.Andreas Jakob Antrag auf Erteilung eines Patentes 





aufgebrachte Schutzschicht abgezogen. Beim Ablosen dieser Schicht kaim es vorteilhafl sein, 
dass hierbei mechamsche Yorrichtungen zur Anwendurig kommen, die das Abziehen 
erleichtem. Insbesondere. aber die zwischen Waferoberflache und Schutzschicht befindliche 
Treimschicht soli dass Ablosen der Folie imd/oder der vereinzelten Bauelemente erleichtem. 
Es kann aber auch zweckmaBig und/oder gewunscht sein, die vereinzelten Bauelemente dixekt 
von der Schutzschicht abzuheben lind/oder abzulosen. Zur Verminderung der Bindungskrafle 
Oder Haftungseigenschaften der Schutzschicht, kann es vorteilhafl und/oder erwtinscht sein, 
diese mittels geeigneter Verfahren wie Bestrahlung mit UV- oder IR-Licht, thennischer 
Behandlung und/oder anderer geeigneter .Verfahren zum Reduzieren der Bindungskrafle 
und/oder Hafteigenschaft erfolgen. 

Auf der Vorderseite des Wafer urid/oder der vereinzelten Bauelemente verbleibt die 
Treimschicht. Diese kann wenn notwendig durch geeignete Verfahren entfemt werden. 
Vorteilhafl ist es jedbch,. sie zu belassen. Die kann wegen der geringen Schichtdicke durch 
. nachfolgende Verfahren der Kontaktierung durchstoBen oder durchbrochen werden. 

Vorteile der Erfindung 

Die ^ Erfindung ermeglicht die Realisierung wesentlicher technologischer Vorteile in der 
Fertigung und die Handhabung von Wafem bei der Herstellung' von elektrischen 
Bauelementen, IC's, Sensoren usw.. Mit dem' Verfahren wird die Fertigung vereinfacht und 
kostengunstiger gestaltet Weiterhin ' konnen geringere Waferscheibendicken einfacher, 
wirtschaftlicher \md sicherer realisiert werden. 

Uber die Vorteile der Patentanmeldung DE 198 11 115 Al vom 14.03.1998 hinaus ergeben 
5ich Vorteile und Verbesserung der Verfahren zur Rlickseitenbeschichtung von dunnen 
Wafem, insbesondere wenn diese Beschichtungen im Vakuum stattfinden! Hierbei wird das 
Handling der dunnen Wafer oder der bereits vereinzelten Bauelemente dadurch vereinfacht, 
da die aufgebrachte Schutzschicht dien Wafer und/oder die vereinzelten Bauelemente fixiert 
und/oder mechanisch unterstatzt. 

Bin weiterer Vorteil Uegt in der Tatsache, dass die aufgebrachte Schicht die Topographie der 
Waferoberflache besser als die derzeitig in Anwendung befindUchen Folien emebnen kann 
urid. somit das liicht erwiinschte Durchdrttcken von Erhebungen auf der Waferoberflache 
wahren der mechanischen Verfahren zam Zwecke des Dunnens veraiindert imd 
ausgeschlossen werden kann. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der Tatsache, dass die aufgebrachte Schicht mittels 
Vakuumverfahren und/oder Belackungsverfahren (z.B. Spinncoating) aufgebracht wird. 
Somit konnen . vereinzelt Verfahren zum Aufl^ringen von Fohen oder die Verwendung von 
TrSgem entfallen. • * • 

Beispielbeschreibung 



Angenommene Voraussetzung ist, dass der Wafer bereits die Fertigungsschritte zum 
Aufl^ringen der elektrisch^ Bauelemente und/oder der mechanischen Sfrukturienmg oder 
Schichten mafigebhch durchlaufen hat. 
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Die Waferoberflaclie wird mittels eines CVD Verfahrens mit einer ca. 150 mn dicken 
Nitridschicht tiberzogen die in der Fplge als Schutzschicht die aktive OberflSche scMtzen 
soli. Gleichzeitig besitzt sie abgestimmte AdhSsionseigenschaften rmd dient als Trennschicht. 

AnschlieBend wird mittels. Spinncoating eine Kunststoffinasse aus Polyamid aufgebracht und 
anschlieBend unter Verwend\mg von WSnne verfestigt. 

Der Wafer wird nunmehr mittels Grinding gedtinnt und anschlieBend zur Beseitigung von 
Oberflachenschaden geStzt. Der Wafer wird hieinach in einer Vakuumanlage mittels Sputtem 
auf der Rtickseite mit Metall beschichtet. Hierbei erwarmt sich der Wafer auf ca. SSO^C. 
AbschheBend wird der Wafer mittels eines optischen Verfahrens im Spektrum von IR- 
Strahlung ausgerichtet und mittels Laserstrahl von der Rtickseite her vereinzelt. Nach 
ALbschluss der Vereinzelung wird die Rttckseite mit einer FoHe (Blue-Tape) iiberzogen und 
die Schutzschicht auf der Vorderseite abgezogen. Die Bauelemente werden nunmehr mittels 
Pic und Place von der Folie entnommen und kontaktiert. Hierbei wird die aufgebrachte 
Trennschicht durchstoBen. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnungen naher eriautert 

Die Folge der Prozessschritte ist nur beispielhaft und kami von derzeitigen oder zukunftigen 
Verfahren abweichen. Insbesondere kann es vorteilhaft sein, den Wafer erst nach dem 12. 
Schritt (Rtickseitemnetallisierung) mittels des 9.Schiittes (Lasertrennen) zu vereinzehi. 

Eszeigen: 

Schritt 1: die schematische DarsteUung des Querschnitts eines Wafers (1) mit auf ihm 
angeordneten Bauelementen (2) und der urspriinglichen Dicke. 

Schritt 2: Aufbringen einer Trennschicht (3) z.B. mittels CVD Beschichtungsverfahren. • 

Schritt 3: Aufbringen einer Schutzschicht (4), die spSter auch als TrSgerschicht dient, durch 
aufbringen einer Kunststoffinasse aus zum Beispiel Polymer. Hierbei kann es vorteilhaft sein 
die aufgebrachte Masse mittels geeigneter Verfahren wie zum Beispiel Spinncoating zu' 
verteilen und/oder eiozuebnen. 

Schritt 4: AushSrten und/oder Verfestigen der Schutzschicht durch Erwarmen oder Erhitzen 
und/oder durch ein anderes geeignetes chemisches und/oder physikaUsches Verfahren (5) der 
Kunststoffinasse. 

Schritt 5: Einbringen des Wafers in eine mechanische Einrichtuug zum mechanischen Dtinnen 
(Grinding und/oder Schleifen etc.). 

Schritt 6: die. schematische Darstellung des Querschnitts eines gediinnten Wafers (lb). Auf 
der Rtickseite befindet sich eine durch den Dtoaungsvorgang beschSdigte Zone (6). 

Schritt 7: Entfemen der beschadigten Zone (6) mittels mechanischer Verfahren wie zum 
Beispiel Polieren e.t.c. (7) und/oder durch chemischer Verfahren wie zum Beispiel Atzen (8) 
der Rtickseite. 

Schritt 8: Ausrichten des Wafers mittels optischer Verfahren. Insbesondere kann es hier 
vorteilhaft sein, den Wafer mittels geeigneter Spektren (zum Beispiel IR-Strahlung) (10) zu 
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durchleuchten. xim dadurch die auf der Vorderseite (aktiye b.z.w. strukturierte Seite) des 
Wafers aufgebrachten Strukturen und/oder Mariderungen zum Zwecke der Positionierung des 
Wafers, ui^d/oder der Positionierung der Schneidevoirichtung (zum Beispiel Lasers (11)) 
mittelsoptischenErfassungseiniichtungen(zumBeispielIR-Kamera)(9)zuerkem . 

^"'^^Mi^^i^''^'^^^.^^^ "^^^^^ geeigneter Schneidverfahren.' Insbesondere kaim es 

bSS Laserstrahl. mit/oder ohne Wasseistrahluutersttitzung zu 

Sc^tt 10: Zum Zwecke der Reinigung kann es vorteilhaft den Wafer mittels geeigneter 
Verfahren zu remigen Insbesondere kann es vorteilhaft hierbei fltissige ReinigSigs^ttel" 
2 } Tf,^^^^ auch Wasser mittels aufspriihen und/oder absptilen und/oder mittels eines 
Bades (13) anzuwenden. Er kSnnen aber auch Verfahren wie Absaugen oder Abblasen zu 
Anwendung kommen und/oder erganzend zur Anwendung kommen. 

^"^^Mi^^i* ^"^^^^^ besseren .Fixierung und Halterung des Wafers kann es 

vorteilhaft und/oder notwendig sein den Wafer an einer Halterung (14) zu befestigen und/oder 
zu lixieren Hierbei kann" dieses auch durch Verwendung eines weiteren Halters und/oder 
igeei^eter Verfahren wie Kleben, statische Aufladung oder ahcdichen Verfahren erfolgen 
Grundsatzhch ist MSglichkeit der Fixierung und/oder Halterung fur alle im Beispiel 
beschnebenen Fertigungsschritte so vorteilhaft und/oder notwendig vorgesehen. 

Schiitt 12: Zuin Zwecke des- Auft)ringens einer Beschichtung auf der Ruckseite des Wafers 
pann es vorteilhaft und/oder notwendig sein, diesen in ein Vakuuin zu verbringen (15). Die 
Beschichtung auf der Ruckseite (16) kann hierbei aus einer metalHschen Schicht bestehen die 
nuttels geeigneter Verfahren wir zum Beispiel Bedampfen und'oder Sputtem und/oder 
anderer geeigneter chemischer und/oder physikahscher Verfahren erfolgen. 

Schritt 13: AblSsen oder Abnehmen. der vereinzelten Elemente des Wafers mittels 
geeigneter Verfajiren und oder Einrichtungen (17). Hierbei kann es vorteilhaft und/oder 
notwendig sem, das AblSsen der Elemente durch geeignete chemische und/oder physikaUsche 
Verfahren zu unterstutzen. 

Altranativ zu Schritt 13 kann es -vorteilhaft und/oder- notwendig sein den Wafer mit der 

I'^fSueT^^^^^R^t"'"^ "^f^f"' "^"^ ^^"'^ "^^Ser (zum Beispiel TrSgerfoUen 
wie Blue Tape) (18) abzulegen und/oder aufsukleben. 

In der weit^n Folge kann es notwendig und/oder vorteilhaft sein, die Schutzschicht 
abzuziehen. Hierbei kann es vorteilhaft geeignete mechanischen Verfahren '(19) zur 
Anwendung zu bringen. Hierbei kann es vorteilhaft und/oder notwendig sein. das Ablosen der 
Schutzschicht durch geeignete chemische und/oder physikalische Verfahren zu unterstutzen 
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Schichten, des Abdtonen und zum Vere^eS von r1 ^ehandlung der aufgebrachten 
sind. Die. wesentlichen BestahdteiirX e^«H„ "^t?*"" nnteinander verbunden 
BescMchtungseinrichtuBgzumAuSgen^rT^t^^l^^^^ Vorrichtung sind eme 
von Kombinationen von Schicht ^^Zl T^^f "^^""^^ Schutzschicht oder 
Wafers, eine Einrichtung zm SliT,^ Schichtsystemen auf die Vorderseite des 

zum Abdiinnendes We^f^etS^.^V^^^^^^^ Einrichtung 
Laser oder einer Laser CerSSet^^^ Veremzeln der Bauelemente, die aus einem 

Trennvorrichtung bestehen ler SST^^^ "f^""^'' '^^^ mechanischen 

; Schutzschicht auf der VordSe des W^^ " Ta!b '"h ^'"^^'^^^ ^er Haftung der 
. Einrichtunfe zum Abl0sen der BaLemenTe^^ d^sl-^f V ^^'^"^^^^' ^^ einer 
dtUmende und zu vereinzehide Wafe^ Salb e^nef w * ^^^^^^^^g i^t. daB der zu 
vonIC's.TransistorenDioden u ■^^'^^S'P'^^^^^ Herstellung 

zur Aufbringung dTeS^^^^l^^rLi:- -^^^^^^ der Fertigungsschritte 

hat. Der Wafer wird nun a^d^ Ob^^eitT?? v^^^^ S^ren und Schichten durchlaufen 
Stntoen befinden) Zt lh^^ r^eZT.^f^^'T^ d.h. der Sdteauf der sich die 

abgedeckt. Die ScSchT JSJ^Lr d^^^^^^ ^"'^I Schutzschicht iiberzogen bzw. 

wird auf einem Tra^r'zB durch d^^^ 

VakuumansaugeinrichtunI gehalL S^Lach 4d tr Waft •""''^'^ 
emgeschleust. Danach findet der ^ Anlagensystem 

Hierbei wird mittels derTe^ai^Ten vS^^^^^ zum Abdiinnen des Wafers statt. 

Atzen die Dicke dL Waft^™^^^^ 

diesen Prazessschritt gereini^ w^J^ WeLl . "^^"^^ ^ 

Zwecke der VexbessLnr d J ^^^^^ chemische Behandlung zum 

Prozessschritte wird deTwafer LerS d2^^^ ^^'^ Abschluss dieser 

einer Tremxeimichtunk zuLS Es 1^^^^"°^^^^ weitergetaktet und z.B. 
Anlagenkomponenten zS^ Abdi^n Sd ek^r^'^'^ ^'1' ""^^ ^^^^ °^«hr«-«" 
zum Tremaen .kombiniert Zt^SZn D^r wtS ^"^^^ ^ehrere. Anlagenkomponenten 
ohne dass die auf der VorderseirauScSe sl^S ^^^^ der. Trenneinrichtung zugefiihrt,. 
entfemt worden ist bzw. sind. Hierbefk^ 1 p^.h aufgebrachte Schichtsystem 

Schichtsystem eine EinrichtunglS Tra^oS^.^ ""f^^T ^"^^^^ dem 

der Schicht Oder des ScMchtf^s^s S-^t seT D^W "^xpandierens 
geeigneten optischen und/od«- mechS^f W ^""^ "^"^^^ 

ausgerichtet. Dabei kama vorzu^wSe l^n' v • Tremieinrichtung bin 

beleuchtungzurAnwendunggel^gefDi waS liJ^ Infrarotdurch- oder 

mit seiner Vorderseite auf der IchkM oS"^ ^egt zu diesem Zeitpunkt . immer noch 

Wafers wird nun der Wafer von der dte h" z T^^wT'"^- ^ ^-^"^^^^^^ 
bzw die entsprechenden elektrischen Bauei;^.^; 1 ™^ Laserstrahls zersSgt 

der Laser durch einen sehr d(i^n wLS^^^^ werden. yeremzelt. Vorzugsweise wifd . 
Laserstrahl verlauft im imi^rdes ^«^^t m ^ ^"^^^ • 

Wasserstrahls total reflektiersfdass sZ^t.^^^^ ^ Innenwand des 

dass Z.B. die Schicht Oder dL Scwitr^^^^ vemueden werden. Es ist vorgesehen, 
Wichend pores ist so LfLf wLse^^^^^^^ ^ u^^''^'" Wafervorderseite 
Dabei bleiben die Schlcht^c^rdefdi .n^^'l^^^^ '''' beschSdigen. " 

Bauelemente auf der FoheThdL ^re p^^^^ ^« vereinz^ten 
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'^^'^ 2um Zwecke der mechamsch^^d/oder chemischen 

J^B^Lrt^^ betroff^ iBittels deren insbesondere metallische ScMchten mittels 
^b^i Tst vo^rfS, H BedampfeB und/oder anderer Verfatoen aufgebracht werden 
rtierbei ist vorgesehen, dass die ■ Rflckseitenbeschichtung vox und/oder nach dem 

v^^rS ^ T elektrischen Bauelemente erweitert werden Es' ist a^ 

SchutzLhicS ,-,t Kassettensystem abgelegt werden kann.- Bei der Ablage ohne 

^chutzschicht ist eme Emnchtung zum Abtrennen von der Schutzschicht in d«n 
Anlagesystem vorgesehen. Vorzugweise besteht die Trennschicht aS Ser ^^^^ 
^^&:Sht"f Nitndschicht. Es kennen aber ausdrackHch"!^^.? ScSS 
und/oder Schichteysteme2urAnwendungkommen.Vor^^^ die SciStzscScM 

S^Ltzs^cht He^ w^^ ^"'^ Adhasion, Wird die Verbindung der 

bcnutzschicht mit dem Wafer im wesentUchen durch Adhasion bewirkt kann eine 

^irS^'or^^'^f^^""^"?^ Bestrahlungmit elektromagnetischr^ile^'^.B m 
Oder UV) Oder durch Wamiemleitungerreicht werden. vz-o- 
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PatentansprQche ' 

1. Verfahren zum Behandeln von Wafem mit Bauelementen beim Abdtonen des Wafers und 
to spateren yereinzeln der Bauelemente und den gegebenenfaUs dazwischen liegenden 
F^gimgsscluitten. wobei die Vorderseite des Wafers mit den Bauelementen vor dem 
tlt^ZT^^'. Scluchtsystem tibeizogen wird, das zumindest aus einer Tremischicht und 

dS!h nt^^^'f^ ^^'^^ vereinzelten Bauelemente 

durch das auf der Vorderseite aufgebrachte Schichtsystem wShrend des Beschichtens der 
Wafemickseitegeschtitztwerdenund/oder vonihrgehaltenwerden, ^ ^. 

einleSS'^d'^''^ Anspruch 1, wobei zum Vereinzeln der Bauelemente ein Laserstrdil. 

3^ Verfahren nach Anspruch 1, wobei zum Vereinzeln der Bauelemente ein mechanisches 
Verfahren wie Tremischleifen, SSgen und/oder Brechen zur Anwendung kommt 

Lwff^^^'f ^ "^u?""? ^'^ ^,.y^ohei der Wafer durch das,' auf der Vorderseite 
des Wafers aufgebrachten Schichtsystems wahxend des Abdiinnens geschiitzt wird.. 

LZf'^^''I'^\f^^'^ '^^^ Ansprttche 1 bis 4. wobei der Wafer durch- das auf der 
Vorderseite des Wafers aufgebrachte Schichtsystem wShrend des Vereinzelns der 
Bauelemente gesohatzt wird. ^^^xia 

tJ^'^f^''- 1^^°" '^^ Ansprucbe 1 bis 5, wobei, die Trennschicht eine 

vakuumtechmsch aufgebrachte Schicht ist. 

IZ^^Zlttr ^^^^'^ ^ '^^ .^^ Schutzschicht aus einer 

LgtbS^wkf ^^^"^ Anspnlchfe 1 bis 7, wobei die Schutzschicht mittels Spimicoater 
ausIeSJ^t'^r^ ^^^"^ Anspniche 1 bis 8. wobei die Schutzschicht mittels WSime 

li°r:.y?^^^".f Ansprache 1 bis 9, wobei die Schutzschicht auch die Funktion 
ernes Tragers fibemimmt. * uiuvuuu 

iih lt'^^^'' ''^''^ ^""^"^ "^^^ Anspriiche 1 bis 10, wobei die Schutzschicht ein 
Schichtsystem aus mehreren Schichten ist. ".ov^m^iii cm 

wJe^^r^^'^V^^'^ Anspriiche 1 bis 11, wobei zwischen dem Abdtinnen des 
ZT^. i ^^^^^^'■^^^'^derBauelementeaufderRackseitedes Wafers eine Reioigung 
^djoder chemische Behandlung zur Verbesserung d^ Brucheigenschaften des wfferi . 

"^T^^S". der Anspriiche 1 bis 12, wobei zum Zwecke der Entnahme und 

/Oder des Ablosens der Bauelemente die Haftung der Schutzschicht veningat wird. 
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ii't "^^w'J; derSchutzIIlcHtdurchBestrahlung 

rJchS^rnS^^gvr:^^^^^ c.en.sc.e Ei.w.^g ....Oder d^i 

12. Verfahren nach einem der Ansprtiche I bis II. mit den Schritten: 

a) Beschichtender Vorderseite (2) des Wafers (1), '.in der die Bauelemente f2) 
. angeordnet smd, jnit einer Trennschicht (3) . .v >». r me laaueiememe 

b) Beschichten einer Schutzschicht (4) auf der Vorderseite des Wafers \ 

c) Ausharten und/oder Verfestigen (5) der Schutzschicht ' ' : 

d) Abdfimen des Wafers (1) von seiner Rtickseite her auf eine gewtoschte Dicke 
y^t7fm%^Z mittels chemischer urid/oder- naechanischer 

OBeschicHtung der Waferriickseite mit einer Schicht (16) 

f) Vereinzelri der Bauelemente, wobei die Schutzschicht (4) nicht durchtrennt wird. 

g) Veiringemder Haftung der Schutzschicht (4) an den Bauelementen und 

lilSe^t^::.:"''-^^''' Schritte e bis g in beUebiger Reihenfolge 

14. Verfahr^ nach Anspruch 12, wobei die Schritte e bis g einzehi entfaUen konnen 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 14, wobei der. Wafer bereits vor dem 

iTdif w tond dT, n^- ^7 physikalischer Atzverfahren so strukturiert 

S^.n tS^^^n"^^ RUckseitenbearbeitung diese 

entfmif '^'''• ''^'^ ^""'^ "^""^'' ^^ Tremiprozess nach Anspruch 2, 3- und 12 f 

iLI^I^t^^" T^xr^^ Anspriiche 1 bis. 16, wobei das Abdiimien durch Schleifen 
Lappen, cheimsches NassStzen und/oder PlasmaStzen erfoM ccmeiien, . 

sLX^^M -"^"^ ^^'^^ Anspriiche 1 bis .17, W'obei nach dem Aufbringen der 
Schutzschicht erne weitere Schicht in Form einer FoUe aufgebracht wird. 

SchuISS,? ^""^ ^^P^^I^« 1 bis 17, wobei nach dem Aufbringen der 

futSaSt vJi^r " ''^"^ ^^^^ anorganischen und/oder organischen M^s" 

20. Voirichtung zum Ausflihren des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 19. 
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21. Vonichtung nach Anspruch.20, mit: 

•■• a) emerBescMchhrngseiimchtungzumAufbringen derTre^^^ • ; 
, l')einerBeschichtungseiimchtung2umAufbringenderSchute^^^ 
\ c) emerEmrichtungzumAbdiinnendes Wafers,. ' 
• d) einer Eimichturig zum Vereinzeln der Bauel^ente, 
. e) einer Einrichtung zum Beschichten der WaferrUckseite 

frexTcWchl'^'''*^^ ^ ^'"^^^ der Schutzschicht an der 

f) einer Einrichtung zum Ablosen der Bauelemente von der Schutzschicht 





Waferdicke 
ca. 600 Mm 




.Schritt \ ~ — 
iUfbringen der Schutzschicht 
=*olyamid) 




0. 




Schutzschicht 



Technische Angaben, 
GrOISenverhaltnlsse uevc[ 
Dimenslonen sind nur beisplelhaft / 




>. Schritt 

Einbringen des Wafers in die 
Srindinganlage 





MternativzuSchritt13 
3vtl. Umtapen und Flippen 




